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(57) Abstract: The invention relates to a structure (1) for radio-frequency applications, comprising: • a support substrate (2) of high 

^ resistivity silicon comprising a lower part and an upper part (3) having undergone p-type doping to a depth D; • a mesoporous trap-
O ping layer (4) of silicon formed in the doped upper part (3) of the support substrate (2). According to the invention, the structure (1) 
ygi is remarkable in that depth D is less than 1 micron and the trapping layer (4) has a porosity of between 20% and 60%. 

5 (57) Abrege : L'invention concerne une structure (1) pour des applications radiofrequences comprenant: • un substrat support (2) de 
fS silicium haute resistivite comportant une partie inferieure et une partie superieure (3) ayant subi un dopage de type p sur une profon-
^ deur D; • une couche de piegeage (4) mesoporeuse de silicium formee dans la partie superieure (3) dopee du substrat support (2); Se-

Ion l'invention, la structure (1) est remarquable en ce que la profondeur D est inferieure a 1 micron et la couche de piegeage (4) pre -
SE sente un taux de porosite compris entre 20% et 60%. 


